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Les versions consolidées de certaines publications de
fa CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publlcatlon de base mcorporant 'amendement 1, et la
amendements 1

et 2.

la date de

sur’ le matériel. Index, relevé et
lationsdes feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles\graphiques pour schémas.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication
incorporating amendment 1 and the base publication
incorporating amendments 1 and 2.
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Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
|EC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the IEC for general use, redders are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, \EC 60417: (Graphical
symbols for use on equipment. Index, swyvey and
compilation of the single sheets and |IEG 60617:
Graphical symbols for diagrams.

*  Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Dispositifs discrets —

Partie 2: Diodes de redressement —
Section 2: Spécification particuliere cadre pour les diodes de redressement
(y compris les diodes a avalanche), a températures ambiante et
de boitier spécifiées, pour courants supérieurs a 100 A

AVANT-PROPOS

1) La CEl (Commission Electrotechnique Internationale) est une ordganisati i malisation
composée de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux {Comité 3 3 .LaCEla

{ i h dans les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la € s Normes
internationales. Leur élaboration est confiée & des comité desquels tput Comité
national intéressé par le sujet traité peut participer. Legs organis i i i hentales et
non gouvernementales, en liaison avec la CEl, pdrti ' X travaux La CE{ collabore
étroitement avec I'Organisation Internationale de S fixées par

2) isi ici E| en erne fes uestxons techmques prépares par les
i expriment

3 prmes, de
4 B'engagent
de la CEI

la norme

L |: Dispo-

v

gcification particuliére cadre pour les diodes de redrgssement

(y ¢ a avalanche), a températures ambiante et de boitier spécifi¢es, pour
c 100 A.
Lp & norme est issu des documents suivants
Régle des Six Mois Rapport de vote
47(BC)1279 47(BC)1341

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est e numé-
ro de spécification dans le Systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants électro-
niques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES -
Discrete devices -

Part 2: Rectifier diodes -
Section 2: Blank detail specification for rectifier diodes
(including avalanche rectifier diodes),
ambient and case-rated, for currents greater than 100 A

FOREWORD

1) The |IEC (international Electrotechnical Commission) is a worldwide organi
comprising all national electrotechnical committees (IEC National Commi ees) ]
promote international cooperation on all questions concerning

ronic fields. To this end and in addition to other activities, the

preparation is entrusted to technical committees; any

mittees undertake to apply IEC Internat
e in their national and regional standards.

condud
This jl i o etdil specmcatlon for rectifier diodes (mcludmg avalan

rectifi

The tekt of this standard is based on the following documents:

ation

s to
and
grds.
H in
and
IEC
with

on
as

onal
Any
arly

mi-

che

Six Months’ Rule Report on voting

47(C0)1279 47(CO)1341

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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Autres publications de la CEl citées dans la présente norme:

Publications n°® 68-2-17 (1978):
191-2 (1966):

747-2 (1983):

747-10 (1991):

747-11 (1985):

Essais d'environnement — Deuxiéme partie: Essais — Essai Q: Etanchéité.

Normalisation mécanique des dispositifs a semiconducteurs -
Deuxiéme partie: Dimensions. (En révision)

Dispositifs & semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés —
Deuxiéeme partie: Diodes de redressement.
Amendement 1 (1992).

Dispositifs & semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés -
Dixiéme partie: Spécification générique pour les dispositifs discrets et
les circuits intégrés. (Deuxiéme édition)

Dispositifs & semiconducteurs. Dispositifs discrets et circuits intégrés —

749 (1984):

Q@

Onziéme partie: Spécification intermédiaire pour-les dispositifs discrets.

Dispositifs 4 semiconducteurs — Essais jques.

Amendement 1 (1991).
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The following IEC publications are quoted in this standard:
Publications Nos. 68-2-17 (1978):  Environmental testing — Part 2: Tests — Test Q: Sealing.

191-2 (1966):  Mechanical standardization of semiconductor devices - Part 2:
Dimensions. (Under revision)

747-2 (1983):  Semiconductor devices - Discrete devices and integrated circuits -
Part 2: Rectifier diodes.
Amendment 1 (1992).

747-10 (1991):  Semiconductor devices — Discrete devices and integrated circuits -
Part 10: Generic specification for discrete devices and integrated cir-
cuits. (Second edition)

747-11(1985):  Semiconductor devices -~ Discrete devices and integrated circuits —

Part 11: Sectional specification for discrete devices.

749 (1984):  Semiconductor devices — Mechanical and clim,
Amendment 1 (1991).

3
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS -
Dispositifs discrets -

Partie 2: Diodes de redressement —
Section 2: Spécification particuliére cadre pour les diodes de redressement
(y compris les diodes a avalanche), a températures ambiante et
de boitier spécifiées, pour courants supérieurs a 100 A

INTRODUCTION

cadres concernant les dispositifs & semico avec les

publications suivantes de la CEl:

CEl 747-10/QC 700000 (1991)x Dispos 3 j j iti iscrets et
bircuits intégrés — Dixieme partie~Spécific éri j jtifs discrets et

CEl 747-11/QC 750 85): \Di i miconducteurs -~ Dispositifs discrets et
bircuits intégrés — Onzien B tion intermédiaire pour les dispositifg discrets

Renseigne
| es nombr S igt gts sur cette page et les suivantes correspopdent aux
indications : i doi étre portées dans les cases prévues a cet effet.

1 M de ismé National de Normalisation sous l'autorité duquel la spgcification

3] de référence et d’édition des spécifications générique et intermédigire.

41.“Numéro national de la spécification particuliére, date d'édition et toute autre
information requise par le systéme national.

Identification du composant

[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif
peut avoir plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification particuliére.
Les caractéristiques, les limites et les exigences de contréle relatives a ces applications
doivent étre respectées.

Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des matériaux
instables, par exemple de 'oxyde de béryllium, les précautions nécessaires a observer
doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.
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SEMICONDUCTOR DEVICES -
Discrete devices -

Part 2: Rectifier diodes -
Section 2: Blank detail specification for rectifier diodes
(including avalanche rectifier diodes),
ambient and case-rated, for currents greater than 100 A

INTRODUCTION

The IEC Quality Assessment System for Electromc Components is opertd in ac corda

specifi¢ation are equally acceptable in all other participating co
further ftesting.

This bl i ification i i dets ifications for semi-
conductor devices and shall be used with the following IE i

IEC 74}7-10/QC 700000 (1991): Semicaond ! i [ i ted
cireuitd — Part 10: Generic specification 5Cre j 3 i

IEC 74/-11/QC 750100 (1985): Semi 5 ; . . rod
circuitd — Part 11: Sectiona 2Cl i

Required information
Numb(j's shown :/\6 ackets isf\andthe following pages correspond to the following
items gf required info i i i i

Identifitation o
[1] THhe
specifi¢atic :

[2] THe IECQtumber of the detail specification. .

[3] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The\national number of the detail specification, date of issue and any further
information required by the national system.

tail

Identification of the component

[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection
requirements for these applications shail be met.

If a device is electrostatic sensitive, or contains hazardous material, e.g. beryllium oxide, a
caution statement should be added in the detail specification.
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[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux normes correspondantes pour les
encombrements.

[8] Catégorie d’assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la
comparaison des types de composants entre eux.

=
e

[Dans toute cette norme, les textes indiqués entre crochets sont destinés a guider le rédacteur
de la spécification; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliére.]

[Dans toute cette norme, lorsqu'une caractéristique ou une valeur limite s’applique, «x»
signifie qu’une valeur est a introduire dans la spécification particuliére.]
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[7]1 Outline drawing and/or reference to the relevant standard for outlines.

[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between
component types.

N
B

[Throughout this standard, the texts given in square brackets are intended for guidance to
the specification writer and should not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, "x" denotes that a value
shall be inserted in the detail specification.]


https://iecnorm.com/api/?name=b90dd67b7114925fc63be7b65c37d792

~-10- 747-2-2© CEI:1993
[Nom (adresse) de I'ONH responsable [1] [N° de la spécification particuliére [2]
(et éventuellement de I'organisme auprés IECQ, plus n° d’édition et/ou date.}

duquel la spécification peut étre obtenue).] QC 750109-XXX

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE [3] [Numéro national de la spécification particuliére.] [4]

CONTROLEE CONFORMEMENT A:

Spécification générique: Publication 747-10/QC 700000
Spécification intermédiaire: Publication 747-11/QC 750100
[et références nationales si elies sont différentes.]

[Cette case n’a pas besoin d'étre utilisée si le
numéro national est identique au numéro IECQ.]

ATE

[Numpro(s) de type du ou des dispositifs.]

Renspignements a donner dans les commandes: voir article 7 de cette norfme.

SPE(EFICATION PARTICULIERE POUR: DIODES DE REDRESSEMENT (Y COMPRIS.LES DIODES'A AVALANCHE),

1 Djescription mécanique

CEl 191-2... [obligatoire si disponible] et/ou

Réfé;l'ences d’encombrement:
nationales [s’il n’existe pas de dessin CEl.]

Dess|n d’encombrement
[peut
alarji

iodes a2 [6]
e boitier
0 A.

iconducteur: [Si]
capsulation: {boitier avec ou sans cavité).

pplication(s): voir article 5 de cette norme.

manipulation des DISPOSITIFS SENSIBLES AUX

ttention: Observer les précautions d'usILge pour la
CHARGES ELECTROSTATIQUES [s'il y

lieu].

Identffi
[desslin indiquant I/ 3 2 y compris

3 Catégories d’assurance de 13 qualité

les sy

[a choisir dans le paragraphe 2.6 de la [8]
spécification générique]

Marquage:Tlettres etchitfres, ou code de couleurs]
[La spécification particuliére doit indiquer les
inforrhations & marquer sur le dispositif.]

Données de référence ¢ [9]

[Voir le paragraphe 2.5 de la spécification générique
et/ou l'article 6 de cette norme.]

[Indication de la polarité, si 'on utilise une méthode
spéciale.]

Se reporter a la Liste des Produits Homologués en vigueur pour connaitre les fabricants dont les composants

conformes a cette spécification particuliére sont homologués.
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[Name (address) of responsible NAI
(and possibly of body from which specification
is available).}

(1

[Number of {IECQ detail specification
plus issue number and/or date.]
QC 750109-XXX

(2

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification: Publication 747-10/QC 700000
Sectional specification: Publication 747-11/QC 750100
[and national references if different.]

3]

[National number of detail specification.} {41
[This box need not be used if the National

number repeats IECQ number.]

DETAIL SPECIFICATION FOR: RECTIFIER DIODES (INCLUDING AVALANCHE RECTIFI R\ﬁl
AMBIENT AND CASE-RATED, FOR CURRENTS GREATER THAN 100 A

[Type number(s) of the relevant device(s).]
Ordering infdrmation: see clause 7 of this standard.

Sh

(sl

1 Mechanical description

Outline referpnces:
IEC 191-2... [mandatory if available] and/or
national [if there is no IEC outline.]

(7]

Outline drawLng
[may be trankferred to or given with m
clause 10 of|this standard.}

Terminal ideptification :

[drawing shgwing pin assignme
graphical symbols.}

[The detail spegification shall prescribe the information

Marking: [letters and figure
to be marke}on the device, if any.]

)

ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
applicable]

3 Categories of assessed quality

(8]

[from subclause 2.6 of the generic
specification.]

(0]

Reference data

[See subclause 2.5 of the generic specification
and/or clause 6 of this standard.]
[Polarity indication, if a special method is used.}]

Information about manufacturers who have components qualified to this detail specification is available in the

current Qualified Products List.
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4 Valeurs limites (systeme des valeurs limites absolues)

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf spéci-
fication contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles a I'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cette norme.]

Maleur
Raragraphe Paramétres Symbo - -
in- max.
. . . N
4.1 Température de fonctionnement, ambiante ou de boitier T mbrcase X X
4.2 Températures de stockage g X
4.3 S'il y a lieu, température virtuelle (équivalente) de jonctio vih X
Valeur maximale de la température de jonction pou
laquelle les valeurs limites de tension et de courant
indiquées aux paragaphes 4.4 et 4.5 s’appliq \
4.4 Tensions: [Toute condition telle que temp
température, méthode de montage, etc.
spécifiée.] (Voir note 1)
4.4.1 Varm X
4.4.2 Vawm X
443 Vasm X
4.4.4 Veo X
4.5
4.5.1 srature T spécifiée IF(AV)1 X
simple alternance avec une
452 i i vt diréct moyen a une température Imw)2 X
453 leam X
4.54 S'il yya lieu, courant direct continu I,;D X
4.55 Courant direct de surcharge accidentelle. La valeur lesu
limite du courant de surcharge accidentelle correspond
au courant maximal appliqué aprés un fonctionnement
continu & la valeur maximale du courant direct moyen.
Les valeurs limites suivantes correspondent au courant
maximal permis pendant une demi-période (10 ms §0 Hz
ou 8,3 ms a 60 Hz):
a) sans application consécutive de la tension inverse lesmt
b) avec application consécutive de la tension inverse lesmo X
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4 Limiting values (absolute maximum rating system)

These values apply over the operating temperature range unless otherwise specified.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional values shall be given at
the appropriate place, but without subclause number(s).]

[Curves shouid preferably be given under clause 10 of this standard.]

Value
Subclayse Parameters Symbol / - aix
min. malx.
, : a
4.1 Operating ambient or case temperatures T ombica X
4.2 Storage temperatures Tstg X
4.3 Virtual junction temperature (if required) T(vj) X
Maximum value of the junction temperature for which the N
voltage and current ratings in 4.4 and 4.5 apply < X
4.4 Volitage: [Any condition such as time, frequency,
temperature, mounting method, etc., shall be stajed.]
(See note 1)
4.4011 Repetitive peak reverse voltage > Vg X
442 Crest working reverse voltage AWM X
4.4 Non-repetitive peak reverse voltage Vasu X
4444 Vao X
4.5 Current: [Any coqditi ime erature,
mounting method, ‘ \
4.511 Mean forwa eqta ifi . (Seetigure 1) iF(A\')I X
In si S i i 0 conduction angle
with resisti a
rent at specified T, . IF( AV)2 X
~cectangular waveshape, with specified
rward current (if applicable) lerm X
eo X
4.5|5 Surge forward current. The surge current rating lesm
corresponds to the maximum current applied after
continuous operation at the maximum value of the mean
forward current. The following current ratings correspond
to the maximum current permissible for a half-sine wave
(10 ms 50 Hz at 8,3 ms at 60 Hz):
a) without reapplication of reverse voltage lesmt X
b) with reapplication of reverse voltage lesma X
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Valeur

Paragraphe Parameétres Symbole -
min. max.

4586 Pour les dispositifs & température de boitier spécifiée 12t
uniquement, /2t max.
Valeur maximale, forme d'onde sinusoidale, durée = 10 ms
(50 Hz) ou 8,3 ms (60 Hz):
a) sans application consécutive de la tension inverse, 12t X
pour une température initiale de jonction TM) =25 °C;

b) avec application consécutive de la tension inverse 12t, X
Vawn Max., pour une température initiale de jonction
T o5
4.6 Puissance, s'il y a lieu
Puissance inverse due & une surcharge accidentelle RSM X
(s'il y a lieu) (
4.7 Valeurs limites mécaniques
Couple au montage (s'il y a lieu) <\ X
A\
Note 1 — Le paragraphe 4.4 peut ne pas s'appliquer lorsque (Bry estdonn 5.3.

/ Point de cassure
IF {(AV})1

<><&

Figure 1 — Courbe de réduction d’'une diode de redressement

—p
Tamb/case
7.cassure
) amb/case max.
CEl 1085198
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Subclause Parameters Symbol

Value

max.

456 For case-rated devices only, /2t max. 12t

4.6

4.7

Maximum value, sinusoidal waveform, for 10 ms (50 Hz)
or 8,3 ms (60 Hz):

a) without reapplication of the reverse voltage, 2, X
initial junction temperature TM) =25 °C;
b) with reapplication of the reverse voltage Vg, max., 2t, X
initial junction temperature TM) =25°C.
Power, if applicable (\
Surge reverse power (if applicable) Pasu X
Mechanical ratings
Mounting torque (if applicable) X

Note

<\ &
N
1 - Subclause 4.4 may not be applicable when V(BR) is given in 5:3.

A
le
Break point
It (avyr
IF (AV)2
? T Tamb/case
T
break
T.an'cb/case max.

1EC 1085193

Figure 1 — Current derating curve for a rectifier diode
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5 Caractéristiques électriques
Voir I'article 8 de cette norme pour les exigences de contrdle.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les caractéris-
tiques supplémentaires éventuelles a 'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particulieére, les
valeurs correspondantes doivent étre indiquées sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[Fes courbes doivent de preference tigurer a 'article 10U de cette nor
Caractéristiques et conditions Valeur
aT, ,ouT =25°C
Paragraphe sauf spécification contraire (voir l"article 4 Symbo Essayé
de la spécification générique) miR max
N
5.1 Tension directe . Q\ \>
51.1 Valeur maximale pour un courant de poin 3 j Vemr X A2b
la valeur limite du courant direct moyen /
5.1.2 Veme X A2b
5.2
5.21 Inami X A2b
5.2.2 M2 X C2b
53 V(BR) X X A2b
les diodes de redressement a (note 3)
paximale) pour un courant spécifié
, charge recouvrée: valeur maximale, ou valeurs Q X X C2a
maximale et minimale, dans des conditions spécifiées note 2
N
a lieu, courant inverse de recouvrement: valeur Iam X
imale, dans des conditions spécifiées
54.3 Sily alieu, temps de recouvrement inverse: valeur maximale| X
dans des conditions spécifides
5.5 Puissance totale: Courbes de la puissance totale maximale Py X
pour une charge résistive en fonction du courant moyen
a I'état passant avec l'angle de conduction comme
paramétre
5.6 Résistance thermique: Jonction-amb/boitier (si TM) est Ry, A/ X
spécifié en 4.3) hJC

Note 2 ~ S'il y a lieu.
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5 Electrical characteristics

See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional characteristics should be
given at the appropriate place but without subclause number.]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
should be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curveq should preferably be given under clause iS standar
Characteristics and conditions &\Qu&
at T, ,or T ,,=25°C N
Ia mb case sted
Subclayse unless otherwise specified (see clause 4 Sy
of the generic specification) X.
N
5.1 Forward voltage \ }
5.1.1 Maximum value at the peak current corresponding/to 1 X A2b
times the rated maximum mean forward current I 1
5.1.4 If applicable, maximum value at @F 2 X A2t
rectangular waveform corresponding tq the rate
forward current IF( AV)2
5.2 Reverse current: Maximum value/at the rated
peak reverse voltage VRRM,
when Vgp, is given in
5.2.1 at Tamblcase IRRMI X A2t
5.2. atT, ( ax.) wi lnamz x cat
58 Avalanc g breakdoy V(BR) X X A24
(note 2)
5.4
5.4.1 Q X X C23
(note 2)
5.4.7 lam X
maximumwalue under specified conditions
5.4.9 Reverse recovery time (where appropriate}: maximum value L, X
under specifiedconditions
5.5 Total power: Curves showing the maximum total power Piot X
for resistive load as a function of the mean on-state
current with conduction angle as parameter
5.6 Thermal resistance: Junction-to-amb/case (if T, (VJ) Ry, JA/ X
specified in 4.3) Ryic

Note 2 — Where appropriate.
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6 Marquage

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case [7]
et/ou du paragraphe 2.5 de la spécification générique.]

7 Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le
nécessaire pour passer commande d’un dispositif donné:

- référence IECQ de la spécification particuliére avec num
selon le cas; ’

cette méme spécification;
— toute autre particularité.]

Q) T

[Le choix entre les &
Ia spécification pp

[Lorsque @
gonditions

quccessives,
identiques.]

L T N

ﬁaphe 3.7 de la spécification intermédiaire, selon la catégorie d’assurance de la

(article 1)

minimum

/ou date

dcification

e 3.6 de

i exactes
S corres-

action de

liere, les
ps lignes
s valeurs

ans cette
jiquées a

du para-
qualité.]

[Les essais du groupe A doivent étre effectués sur tous les dispositifs. Les essais du
groupe B doivent étre effectués lot par lot, avec un prélévement et NQT = 30. Les essais

des groupes C et D doivent étre effectués avec un prélévement et NQT = 50.]
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6 Marking

[Any particular information other than that given in box [7] (clause 1) and/or subclause 2.5
of the generic specification shall be given here.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless other-
wise specified:

spedification;
- dny other particulars.]

8 Tes{ conditions and inspection requiremen

be
5ts

[These
used sh

[The clhoice between altérnati ) ail
specifigation is written.]

[When [several
conditigns and/or vé

repetitipn of identica

ant
ng

In this
specifid
section

ric
the

[For sampling" requirements, either refer to, or reproduce, values of subclause 3.7 of the
sectionjal specification, according to applicable category(ies) of assessed quality.]

[Group A inspection and tests shall be performed on all devices. Group B inspections and
tests shall be performed on a lot-by-lot basis to a sampling plan of an LTPD = 30. Group C
and D inspection and tests shall be performed on an LTPD = 50.]
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GROUPE A
Contréles lot par lot

Aucun essai n'est destructif (3.6.6)

Conditions & T, ou T =25°C Limites des exigences
Examen ou essai Symbole| Référence sauf spécification contraire de contréle
(voir l'article 4 dg la spécification min. max.
générique)

Sous-groupe Al

Examen visuel externe Par.4.2.1.1

Bous-groupe A2a

nopérants < Polarité\ipverse,
F> LSS],
Iy [100[LSS],
sauf spécification
\ contrgire

Bous-groupe A2b \>

[ension directe de VEm D>041 G X
bointe

Courant inverse répétitif IrRRM1 042 X
e pointe

Fension de claquage VisR) -009 X X
s'ily a lieu)

Sous-groupe A3

il y a fieu [\ x
Sous-groupe<{> \/
il y a lieu /\ /\
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All tests are non-destructive (3.6.6)

-21-—

GROUP A
Lot by lot

Inspe

ction or test

Symbol

Reference

Conditionsat T, or T =25°C
unless otherwise specified
{see clause 4 of the generic
specification)

Inspection

requirement limits

min.

max.

Sub-gro

External

up At

visual

Subcl. 4.2.1.1

examin

Btion

Sub-grq

Inoperatives

up A2a

unless otherwisel

pecified

Sub-grg

Peak forward voltage

Repetiti
current

Breakdgwn voltage
(if requiged)

up A2b

e peak reverse

Vem
Inrm1

Viar)

D-041

D-042

D-009

AP

%

Sub-grqg
if applid

up A3

able

Sub-grd
If applid

up A4 </

able

S
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GROUPE B
Contréles lot par lot

747-2-2© CEL:1993

{dans le cas de la catégorie |, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS
LSS

limite inférieure de la spécification
limite supérieure de la spécification

} du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Conditionsa 7,  ouT =25 °C

Limites des exigences
de contréle

sauf spécification contraire

__Examen ou essai Symbole | Référence troirtarticle4-det s cifioation
générique) /\ min. max.
Sous-groupe B1
Dimensions Par. 4.2.2 icle 1 de
annexe B brme]

Sous-groupe B3
Robustesse des sorties
q

i applicable:
4 Pliage (b)
et/ou
4 Couple (D)

749, ch. ll,
par. 1.2
749, ch. Il,

/{fér\1.4

Pas de détérioration

Sous-groupe B4

Soudabilité,
ity alieu

Comme spécifié: bain de soudure
référence]

Etamage [correct

$ous-groupe BS
fariations rapides d

température: <
4) Boitiers a cavité
Variationes e , ¢k I, 10 cycles
température syivj : par 1.1
i i v ir'SG A2b {Comme en A2b
et A3
749, ch. lll, |A spécifier
par. 730u74
68-2-17, |A spécifier
essai Qc
B)
et'avec cavité a scel-
lement époxyde
Variations rapides de 749, ch. T, {10 cycles
température suivies de: par. 1.1
« examen visuel 747-10,
externe par. 4.2.1.1
« essai continu de 749, ch. lll, |Sévérité a spécifier
chaleur humide par. 5C (24 h
- essais électriques Voir SG A2b [Comme en A2b

et A3
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GROUP B
Lot by Iot

(in the case of category |, see the generic specification, subclause 2.6)

LsL
usL

lower specification limit

upper specification limit } from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Inspection

Conditionsat 7,  or 7, =25°C ! n
requirement limits

unless otherwise specified

Inspection or test Symbol Reference . y :
\oTT Ulwc 3vuvuv m mﬁx.
specification)
Sub-grqup B1 N\
Dimensjons Subcl. 4.2.2 [see clause 1'of
annex B his standar:
Sub-grqup B3 \)
Robustpess of
terminations
Where applicable:
~ Bengling (D) 749, ch. i, No damage
andfor subcl. 1.2
- Tordue (D) 749, ch M,
subcl. 14
Sub-grqup B4
Solderapility, pecified: solder bath Good wetting
where gpplicable eferred]
N
Sub-grqup BS
Rapid change of
tempergture: -
a) Cavity package
Rap{d change of tem- 10 cycles
perature, followed by:
« eldctrical tests VFM, As in A2b
¥R and A3
ing, fi K >49, ch. lll, | To be specified
subd.730r7.4
68-2-17, To be specified
test Qc
Rapid change of tem- 749, ch. 1, |10 cycles
perature followed by: subcl. 1.1
- external visual 747-10,
examination subcl. 4.2.1.1
» damp heat, steady 749, ch. lll, | Severity to be specified
state subcl. 5C {24 h
« electrical test See SG A2b |As in A2b
and A3
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GROUPE B (fin)

747-2-2© CEL:1993

Conditions a T, , ou T_ __ =25 °C | Limites des exigences
amb case N
£ . Svmbole | R&fé sauf spécification contraire de contrbie
xamen ou essal ymboie elerence (voir 'article 4 de la spécification .
o min. max.
générique)
Sous-groupe B8
Endurance électrique 747-2, Polarisation en inverse ou
(168 h) ch.V fonctionnement électrique a haute
température
[ IF(AW =80% a 100 % de IF(AV) max.]
hvec les mesures finales:
« tension directe Ve Comme en A2b 1,1 LSS
de créte (
« courant inverse Inam Comme en A2b 2LSS
répétitif de pointe
Bous-groupe RCLA Informations par attributs pour B3, Bllzase\\t\%. S

e

A\

o

Y%
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GROUP B (concluded)

Conditions at T, , or 7, =25°C
unless otherwise specified

Inspection
requirement limits

Inspection or test Symbol Reference (see clause 4 of the generic )
e min. max.
specification)
Sub-group B8
Electrical endurance 747-2, High-temperature reverse bias or
(168 h) ch.V operating life
[ IF( Av) = 80 % to 100 % of IF(A\,) max.]
with fifil measurements:
« peak forward voltage Vem Asin A2b \(\ 1 HUSL
« repetitive peak laam1 Asin A2b Q 2UsL

reverse current

Sub-greup CRRL

Attributes information for B3, B4, BS and BS(\\ S

%

S

A\

o

%
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